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(57) Спосіб вирощування насіння дині з викорис-

танням стимуляторів росту, мінеральних добрив 
та гербіцидів, який відрізняється тим, що насіння 

дині перед сівбою обробляють перекисом водню 
(3 %-ним), проти бур'янів в ґрунт вносять гербіцид 
трефлан 480 з розрахунку 1,2 л/га, мінеральні до-
брива з розрахунку N22,5N22,5К22,5 кг/га діючої речо-
вини локально в рядки на глибину 10-12 см, схема 

розміщення рослин 7070 см, що передбачає 
площу живлення 0,49 м

2
. 

 
 

 
Корисна модель належить до галузі сільського 

господарства, зокрема до технології вирощування 
насіння дині. 

Відомий спосіб вирощування насіння дині не 
передбачає обробітку насіння перед сівбою сти-
муляторами росту рослин, застосування мінера-
льних добрив локально, допосівного внесення 

гербіциду, розміщення рослин за схемою 7070 м. 
Мінеральне живлення рослин дині на насіннєві 

цілі не вивчалось. Зазвичай поділу за призначен-
ням вирощування рослин на насіннєві чи товарні 
цілі не було. Однак, різниця між двома технологія-
ми існує. 

Дніпропетровською дослідною станцією реко-
мендовано вносити N45P45K45 врозкид під оранку 
або N22,5N22,5К22,5 через 35 см весною під куль-
тивацію (Бойко Г. М., Вакуленко Р. І.). Інших реко-
мендацій для зони північного Степу України з її 
ґрунтовим покривом (чорнозем звичайний малогу-
мусний вилугуваний середньосуглинковий) в літе-
ратурі немає. 

Одержання дружних сильних здорових сходів 
рослин є запорукою гарного врожаю. Щоб мати їх 
незалежно від погодних умов весни, необхідно 
належним чином готувати насіння, тобто знезара-
жувати його та стимулювати ріст і розвиток. В лі-
тературі є аналогічні дані зі способів підготовки 
насіння кавуна (Ільїнова О. М., Книш В. І. та ін.), які 
дають позитивні результати. 

Плоди дині є дієтичним продуктом, вони ма-
ють лікувальні властивості. Тому при вирощуванні 
товарної продукції застосування гербіцидів не до-

пускається, а при вирощуванні насіння воно мож-
ливе. Літературні дані свідчать про те, що дослі-
дження по застосуванню гербіцидів проводили 
тільки на посівах кавуна. Оскільки баштанні куль-
тури за багатьма ознаками подібні і технологія 
вирощування їх схожа, були проведені досліджен-
ня по застосуванню гербіциду трефлану 480 на 
посівах дині для насіннєвих цілей та одержані по-
зитивні результати. 

Загальноприйнята технологія вирощування 
дині передбачає розміщення рослин за схемою 

14070 см з площею живлення 0,98 м
2
. Така схема 

прийнята для вирощування товарної продукції. 
Нами запропоноване ущільнене розміщення рос-

лин за схемою 7070 см з площею живлення 
0,49м

2
 для вирощування дині на насіння. 

Таким чином, нами удосконалена технологія 
вирощування дині на насіння. 

Суть корисної моделі полягає в тому, що ви-
рощують дині на насіння з використанням стиму-
ляторів росту для обробки насіння, внесення міне-
ральних добрив локально, гербіциду проти 
бур'янів та сівбі за схемою розміщення рослин 

7070 см має ряд переваг: 1) польова схожість 
насіння підвищується на 42 %; 2) на початку росту 
рослин вміст рухомих сполук основних елементів 
живлення вищий в рядку, де розташована основна 
маса кореневої системи; 3) кількість однодольних 
та дводольних бур'янів зменшується на 84,8 % 
через 30 днів після внесення препарату, на 78,3 % 
через 60 днів і на 29,4 % через 90 днів; 4) врожай-
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ність насіння дині збільшується на 46 %, рентабе-
льність зростає на 54 %. 

Спосіб здійснюється наступним чином. 
У зоні північного Степу України загальноприй-

нята базова технологія вирощування насіння дині, 
яка передбачає: дискування попередника одно- 
або дворазове у випадку значної забур'яненості 
поля багаторічними коренепаростковими бур'яна-
ми, внесення мінеральних добрив з розрахунку 
N45P45K45 кг/га д. р., оранку зябу на глибину 25-
27 см. Весною проводять боронування та дві куль-
тивації (одна передпосівна), сівбу, до і післясходо-
ве боронування або без нього при зрідженості по-
сівів, 4-5 міжрядних обробітки та 3 ручні 
прополювання. При другому прополюванні фор-
мують густоту рослин, яка повинна бути 10,2 тис. 
шт. на 1 га. 

Різниця полягає в наступному. За 14 діб до сі-
вби в ґрунт вносять гербіцид трефлан 480 в дозі 
1,2 л/га препарату. Після внесення ґрунт негайно 
протягом 30 хвилин культивують на глибину 5-6см. 
За 1-2 доби до сівби насіння в ґрунт його оброб-
ляють 3 % перекисом водню з розрахунку 100 мл 
на 100 г насіння. Посуд з обробленим насінням 
тримають у темному місці протягом 16 годин. На-
сіння, не промиваючи, розстеляють і підсушують 
до сипучого стану. За загальноприйнятою техно-
логією насіння не обробляють. 

З метою ресурсозбереження мінеральні доб-
рива вносять під передпосівну культивацію в дозі 
N22,5N22,5К22,5 культиватором-
рослинопідживлювачем локально в рядки з їх фік-
сацією для сівби. Локальний спосіб внесення туків 
потребує їх вдвічі менше, ніж розкидний. При ньо-
му мінеральні добрива перемішуються зі значно 
меншим об'ємом ґрунту, створюються осередки 
підвищеної концентрації поживних речовин, які 
більш повно і інтенсивно споживаються рослина-
ми, що особливо важливо в початковий період 
росту. 

Сівбу проводять з міжряддями 70 см. Густоту 
рослин формують при прополюванні, залишаючи в 

рядку рослини через 70 см, що відповідає густоті 
20,4 тис. шт. на 1 га. При такій густоті формуються 
плоди середньою масою 1-1,2 кг. Вихід насіння 
близько 1 %. 

За період вегетації рослин дині проводять 2-3 
міжрядних обробітки та 1 прополювання в рядках. 
Глибина міжрядних обробітків 3-4 см, 5-6 см та 6-
8см. 

В зоні північного Степу України найбільшої 
шкоди рослинам дині завдає баштанна попелиця. 
В залежності від ступеня заселення рослин шкід-
ником проводять 1-2 обробки рослин інсектицида-
ми відповідно до "Переліку пестицидів і агрохіміка-
тів, дозволених до використання в Україні". 

Із хвороб найбільше розповсюдження мають 
бактеріози. Запобігти масовому ураженню рослин 
допомагають дотримання сівозміни та висока аг-
ротехніка. 

Приклад 1: Загальноприйнята технологія ви-
рощування насіння дині. 

- сівба сухим насінням 
- внесення мінеральних добрив перед оранкою 

по 45 кг діючої речовини кожного елемента жив-
лення 

- схема розміщення рослин 14070 см 
- дворазове боронування посівів (або без ньо-

го) 
- 4-5 міжрядних обробітки 
- 3 прополювання в рядках 
Приклад 2: Вдосконалена технологія вирощу-

вання насіння дині 
- сівба насінням, обробленим 3 % перекисом 

водню 
- внесення гербіциду трефлану 480 з розраху-

нку 1,2 л/га за 14 днів до сівби 
- внесення мінеральних добрив локально вес-

ною з розрахунку по 22,5 кг діючої речовини кож-
ного елемента живлення 

- схема розміщення рослин 7070 см 
- 2-3 міжрядні обробітки 
- 1 прополювання в рядках 

 
Таблиця 

 
Ефективність загальноприйнятої та вдосконаленої технологій вирощування насіння дині 

 

Варіант 
Урожайність насін-

ня, ц/га 
Затрати, тис. 

грн 
Умовний чистий 

прибуток, тис. грн. 
Рентабельність, % 

Базова технологія 1,26 3,49 5,95 170 

Вдосконалена техноло-
гія, густота 10,2 тис. /га 

1,49 3,72 7,90 212 

Вдосконалена техноло-
гія, густота 20,4 тис. /га 

1,80 3,90 10,40 266 
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